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После прошедшей административной реформы Правительство сформулировало новые подходы к построению своей работы. В частности, утверждены "Основные направления работы Правительства Российской Федерации на период до 2008г.", в которых в качестве одного из приоритетных направлений его деятельности названо содействие повышению конкурентоспособности российских компаний, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках. Сейчас всем стало очевидно, что повышение конкурентоспособности российской промышленности возможно только через развитие инновационной деятельности.

В предлагаемой статье приводится анализ проблем, которые тормозят развитие инновационных подходов, и рассмотрены возможные меры по созданию благоприятных условий для развития инновационной деятельности российских предприятий. Надеемся, что публикуемая статья будет интересна большинству читателей "Лазер-Информа", работающих в области создания наукоемкой продукции.

Основные направления создания условий
для активизации инновационной деятельности

Г.В.Шепелев, к.ф.-м.н., нач. отдела Управления инноваций и инфраструктуры
Федерального агентства по науке и инновациям 

В программных документах Российской Федерации в качестве одной из общенациональных задач социально-экономического развития поставлена задача удвоения валового внутреннего продукта. Одно из основных направлений ее решения - перевод экономики России на инновационный путь развития.

Стратегия такого перехода зафиксирована в программном документе "Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий до 2010 года и дальнейшую перспективу". Согласно этому документу создание современной национальной инновационной системы является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации.

Основные цели и задачи

Переход к инновационному развитию страны определен как основная цель государственной политики в области развития науки и технологий, достижение которой является необходимой предпосылкой обеспечения модернизации национальной экономики, эффективного ее позиционирования как в сырьевом, так и в несырьевом секторах мирового рынка и, в конечном счете, роста конкурентоспособности отечественного производства и решения основных задач экономического и социального развития России. Особое значение при этом имеет максимальное вовлечение в экономический оборот результатов научной и научно-технической деятельности, в том числе созданных за счет средств федерального бюджета. Этим обусловлена одна из стратегических целей Министерства образования и науки Российской Федерации – создание условий для активизации инновационной деятельности.

Достижение поставленной цели разбивается на несколько задач, решение которых положено в основу планирования деятельности Министерства образования и науки России и Роснауки на ближайшую перспективу:
Задача 1. Создание условий для повышения инновационной активности и восприимчивости предприятий и организаций к нововведениям и прогрессивным технологиям как средству повышения внутренней и внешней конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Решение данной задачи будет способствовать изменению структуры экономики, ее диверсификации, ослаблению сырьевой зависимости, созданию дополнительных рабочих мест, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции.

Задача 2. Разработка и реализация инновационных программ и важнейших инновационных проектов государственного значения.

Решение данной задачи должно обеспечить реализацию крупных инновационных программ и проектов, признанных критически важными и перспективными для обеспечения ускоренного промышленного роста и расширения производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, с привлечением российских и иностранных корпораций к их софинансированию.

Задача 3. Создание инфраструктуры национальной инновационной системы.

Решение данной задачи создаст условия для формирования инфраструктуры (центров трансфера технологий, инновационных центров, технопарков, бизнес-инкубаторов, венчурных фондов и т.п.), обеспечивающей устойчивое функционирование национальной инновационной системы страны и эффективное взаимодействие между ее основными компонентами – научными и проектно-конструктор-скими организациями, предприятиями реального сектора экономики, высшими учебными заведениями, инновационными компаниями, в том числе малыми.

Задача 4. Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной и научно-технической деятельности, формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности, обеспечение ее правовой охраны и защиты.

В качестве показателей, характеризующих степень достижения цели, приняты следующие:

· Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации.

· Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции на внутреннем рынке.

· Удельный вес инновационной продукции в общем экспорте промышленной продукции.

· Число ежегодно создаваемых элементов инфраструктуры национальной инновационной системы.

· Объем продукции (услуг), реализованной организациями инновационной инфраструктуры.

Как следует из формулировок поставленных задач и индикаторов их выполнения, реализация целей может быть достигнута исключительно за счет увеличения объемов производства наукоемкой (инновационной) продукции. Это, в свою очередь, требует решения задач по следующим блокам: 

· обеспечение ресурсов для производства наукоемкой продукции (производственных, кадровых, финансовых и т.д.); 

· обеспечение продвижения продукции на рынки;

· нормативно-правовое обеспечение производства и сбыта наукоемкой продукции; 
· организация мониторинга и управления процессами создания инфраструктуры и организации инновационных процессов.

По каждому из выделенных направлений в настоящий момент имеются ограничения, сдерживающие развитие инновационной системы. Предлагаемые мероприятия должны быть направлены на выявление и расшивку узких мест инновационной системы и обеспечение сбалансированности действий по всем выделенным направлениям развития с тем, чтобы решение проблем в одних направлениях не сдерживало поступательного развития за счет сохранившихся ограничений по другим направлениям.

Обеспечение ресурсов для производства наукоемкой продукции (создание технологической инфраструктуры инновационной деятельности)

Одной из серьезных проблем, сдерживающих развитие инновационных подходов, является старение производственной базы. Производственное оборудование большинства предприятий промышленности находится на грани полного износа. Снижается доля высокотехнологичного оборудования, что, в свою очередь, снижает возможности выпуска конкурентоспособной продукции. Для обеспечения выпуска современной продукции необходимо предоставить предприятиям возможность доступа к современному оборудованию. Особенно актуальна эта проблема для малых и средних предприятий, которые в силу небольших объемов производства не могут приобрести дорогостоящую технику. В то же время именно малые инновационные предприятия рассматриваются как один из основных источников инноваций для промышленности. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности промышленных предприятий включает мероприятия по следующим направлениям:

· Развитие научно-производственной базы инновационной деятельности.

· Кадровое обеспечение инновационной деятельности.

· Развитие системы финансирования инновационной деятельности.

· Информационное обеспечение инновационной деятельности.

Развитие системы продвижения наукоемкой продукции на внутренний и мировые рынки

Одним из ключевых факторов конкурентоспособности предприятий является развитая сбытовая система. В силу объективных причин, связанных с историей развития российских предприятий, большинство из них не обладает навыками в области сбыта наукоемкой продукции. Низкая востребованность наукоемкой продукции со стороны российских промышленных предприятий, на которую часто ссылаются как на одну из причин слабого развития инновационного сектора экономики, объясняется, с одной стороны, низкой платежеспособностью предприятий, а с другой – отсутствием информации о предлагаемых возможностях, то есть активной работы по продвижению инновационной продукции на рынки со стороны ее производителей.

Еще более актуальна эта проблема при выходе на мировые рынки. Там практически отсутствует даже исходная информация о российской продукции инновационных предприятий и, следовательно, без серьезной работы в этом направлении нельзя надеяться на радикальное изменение ситуации с выходом российских предприятий на мировые рынки наукоемкой продукции и увеличение их доли с сегодняшних 0,3-0,5% до сравнимых с показателями развитых стран.

В связи с этим создание системы продвижения наукоемкой продукции на внутренний и мировые рынки является крайне актуальной задачей, определяющей успех всей программы перевода промышленности на инновационный вариант развития.

Нормативно-правовое обеспечение
инновационной деятельности

В настоящее время разработка нормативно-правового обеспечения развития инновационной системы ведется несистемно. Одним проблемам (например, защиты и передачи прав на интеллектуальную собственность) посвящены многочисленные (и часто дублирующие друг друга) исследования, другие вопросы даже не ставятся на повестку дня. В то же время влияние налоговых, таможенных, административных условий на эффективное производство и продвижение наукоемкой продукции очевидно, и играет не меньшую роль в торможении инновационного развития, чем сложившаяся система распределения прав на результаты научно-технической деятельности.

Необходимо на основе изучения существующей практики провести комплексную оценку нормативно-правовой базы с точки зрения ее содействия или противодействия инновационному развитию и подготовить предложения по изменению норм, сдерживающих инновационное развитие экономики. Направления анализа должны включать проблемы выхода на рынки (в том числе зарубежные), анализ существующей налоговой нагрузки на инновационную деятельность и варианты налогового стимулирования развития инноваций, анализ административных барьеров и возможности их ликвидации или модернизации (правила, процедуры регистрации и получения разрешений и т.п.), облегчения доступа к финансированию и т.п. Перечень направлений работы должен быть уточнен по результатам исследований и анализа существующего положения. Основные направления должны включать следующие мероприятия:
· Разработка системы льгот для инновационных предприятий и разработка поправок для внесения в Налоговый кодекс.

· Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности венчурных фондов, страховых компаний.

· Разработка поправок в Таможенный кодекс с целью стимулирования вывода на международные рынки продукции российских инновационных предприятий.

· Анализ практики правоприменения в области законодательства.

· Разработка закона о малом предпринимательстве.

· Подготовка изменений и дополнений в законы Российской Федерации.

Организация работ по развитию
национальной инновационной системы

Для эффективного решения задач по созданию условий для активизации инновационной деятельности необходимо обеспечить концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и координацию деятельности министерств и ведомств, региональных органов управления. Такая координация возможна только на базе объективной информации о состоянии национальной инновационной системы в разрезе отраслей промышленности и регионов.

Основными мероприятиями по организации управления развитием инновационной системы должны стать следующие:

· Организация системы мониторинга инновационной системы по регионам и на федеральном уровне.

· 
Обучение чиновников высшего звена основам инновационных подходов к развитию экономики.

· Определение приоритетных направлений инновационного развития.

· Проведение совещаний, круглых столов, конференций.

· Организация экспертизы научно-техничес-ких проектов на коммерциализуемость.

· Организация комплексных (кластерных) проектов развития перспективных инновационных направлений в регионах.
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Современное состояние и проблемы обеспечения 
электронной промышленности РФ 
специальными материалами*
Ю.Ф.Козлов, д.т.н., проф., ген. директор ЗАО "НИИ материаловедения", Зеленоград

П

рогресс. в области твердотельной электроники в первую очередь определяется развитием технологии полупроводниковых материалов и структур, на основе которых производятся дискретные приборы и интегральные схемы (ИС), а также материалов, используемых в процессе их производства.

По этой причине данной проблеме на протяжении всего периода развития электроники придавалось первостепенное значение. Именно в электронной промышленности используются материалы с уникальными параметрами, такие как кремний, арсенид галлия, структуры на их основе, химические реактивы, газы, и др. Для успешного развития электроники качество используемых материалов и сред должно постоянно улучшаться.

При производстве современных электронных приборов используется несколько сотен наименований различных материалов. Здесь рассмотрены основные, уровень качества которых определяет динамику развития отрасли - кремний и структуры на его основе, соединения А3В5 и соответствующие структуры, материалы, необходимые для проведения процесса фотолитографии (фоторезисты, фотошаблоны), а также целый ряд химических соединений (газообразных и жидких), используемых при очистке поверхности, в процессах диффузии, ионной имплантации, травлении рельефа и др. 

Объемы мирового производства основных материалов, используемых в электронной промышленности, и прогноз на ближайшее будущее (данные международной организации SEMI) представлены в табл.1. Обращает на себя внимание огромный масштаб мирового производства материалов для электроники, а также концентрация производства на достаточно небольшом количестве крупных предприятий. Так, производство кремниевых пластин и эпитаксиальных структур объемом около 7 млрд долларов в год контролируют всего 5 фирм, дающих 90% мирового объема производства. При этом более 60% мирового объема производства кремния контролируют японские фирмы. Аналогичная ситуация с производством фоторезистов, газов и газовых смесей и других материалов. Только за счет больших объемов производства ведущим фирмам удается выжить в чрезвычайно острой конкурентной борьбе, вкладывая значительные средства в развитие новых продуктов и в НИОКР. 

Следует отметить, что с использованием этих материалов в мире производятся электронные устройства различного назначения на сумму более триллиона долларов в год. 

Что касается нашей страны, то здесь необходимо констатировать, что в настоящее время качество используемых в отечественной электронике материалов не соответствует требованиям отрасли. В рамках "Программы развития электронной техники", существовавшей до 2001г., и программ, финансируемых Министерством обороны, средства на развитие электронного материаловедения РФ выделялись в объемах, совершенно недостаточных для развития данного направления. При этом практически не вкладывались средства в развитие производства фоторезистов, полностью прекратились разработки по созданию сверхчистых химикатов и газообразных сред, графита, кварца, материалов на основе соединений А2В6 и многих других.

В этот период также прекратила функционирование единая государственная система оформления и введения технических условий на материалы, что позволяет практически бесконтрольно изменять в сторону снижения требования к ним по важнейшим параметрам. В стране практически полностью исчезло аналитическое приборостроение. 

1. Кремний, кремниевые пластины

Основным, базовым материалом электроники является кремний. С использованием кремниевых подложек производится около 95% всех полупроводниковых приборов. Уровень качества именно этого материала в значительной степени определяет развитие отрасли в целом. 

В настоящее время в мире полным ходом идет освоение производства пластин кремния диаметром 300 мм и прорабатываются вопросы технологии пластин диаметром 450 мм. За последние 15 лет мировая электронная промышленность преодолела 6 технологических рубежей, перейдя с проектной нормы 1 мкм на проектную норму 0,13 мкм в серийном производстве, что потребовало существенного улучшения всех основных параметров кремния и материалов, используемых при его производстве. 

Производители монокристаллического кремния в России имеют совокупную мощность около 200 тонн в год, при этом используется в основном импортный поликремний. Для сравнения – в 1991г. в СССР было произведено около 600 тонн монокристаллического кремния электронного качества с использованием поликремния отечественного производства. При нынешней потребности предприятий РФ в электронном кремнии 40-50 тонн в год имеет место избыток мощностей. Однако уровень качества производимого кремния в основном соответствует требованиям 15-летней давности - проектным нормам 1 мкм. 

Ведущие производители интегральных схем в России имеют планы перехода на выпуск ИС с проектными нормами 0,5-0,35 мкм. Кремниевые пластины требуемого для этого качества у нас в стране в промышленных масштабах не изготавливаются. Следует отметить, что в РФ основное производство дискретных приборов и интегральных схем (ИС) осуществляется еще на пластинах диаметром 100 мм.

В настоящее время потребность предприятий России в монокристаллическом кремнии составляет примерно 0,4% от мирового производства этого материала, тогда как в начале 90-х годов в СССР производилось и потреблялось около 10% мирового объема полупроводникового кремния. Аналогичная картина – и по другим материалам. 

Важнейшей причиной критического состояния в области производства ключевых материалов электронной техники является то, что потребности внутреннего рынка электронных материалов в России весьма низки из-за практически полной потери отечественными производителями внутреннего рынка электронной продукции, в особенности бытовой. Имеет место практика комплектования зарубежной электроникой систем, поставляемых в вооруженные силы РФ. 

Низкий объем производства не позволяет предприятиям вкладывать необходимые средства в реконструкцию и развитие, отсюда – низкий уровень качества продукции, сложность выхода на внешний рынок. Разорвать этот порочный круг можно или путем мощного целевого государственного финансирования, или, что более реально, созданием условий для инвестиционной привлекательности этой отрасли. Последнее также требует определенной государственной поддержки.

Важнейшей задачей, решение которой можно осуществить только за счет закупок по импорту, является создание необходимой метрологической базы для контроля качества электронных материалов, поскольку в РФ аналитическое оборудование требуемого класса не производится и организация его производства в ближайшее время практически невозможна. 

2. Кремниевые эпитаксиальные структуры и структуры кремния на изоляторе

В последние несколько лет (до кризиса в электронной промышленности 2001-2003г.г.) среднегодовые темпы роста объемов продаж кремниевых эпитаксиальных структур (КЭС) в мире составляли около 28%. 

В ближайшие годы планируется увеличение потребности в КЭС в России, в том числе для производства ИС с проектными нормами 0,35–0,5 мкм, однако, ситуация с производством этого важнейшего материала в РФ весьма сложна. Главная проблема заключается в том, что парк эпитаксиального оборудования, произведенного в 80-х – начале 90-х годов, физически и морально устарел. Следует также отметить, что у нас не существует отечественных установок эпитаксиального наращивания, рассчитанных на изготовление КЭС диаметром более 100 мм, а также установок, работающих при пониженном давлении. Кроме того, отсутствует производство необходимых материалов и оснастки - отечественная промышленность не производит резиновые изделия, графитовые подложкодержатели, кварцевые реакторы и т.д.). 

Основной российский разработчик и производитель эпитаксиального оборудования не имеет в настоящее время возможностей для производства существенно улучшенных моделей. В целом следует отметить серьезную деградацию электронного машиностроения в России. 

Важнейшими задачами являются сейчас организация производства хотя бы запасных частей для имеющегося парка установок эпитаксии и графитовых подложкодержателей и кварцевых реакторов. Кроме этого, необходимо наладить производство особо чистых газов, используемых в процессе эпитаксиального наращивания (о чем будет сказано ниже); качество доступных сейчас не соответствует требованиям современного производства.

Следует также отметить весьма важную проблему – отсутствие современного метрологического оборудования для контроля параметров сложных полупроводниковых структур.

Использование структур кремния на изоляторе (КНИ) в технологии полупроводниковых приборов позволяет решить целый ряд проблем: повысить радиационную стойкость схем, увеличить предельную рабочую температуру, повысить быстродействие приборов, а также существенно упростить технологический процесс создания ИС.

По данным консорциума "SEMATECH", в 2004 году объем продаж КНИ-структур составит ~2,5 млн штук. При этом цена их существенно снизится. Ведущие мировые фирмы-производители кремниевых пластин имеют планы перевода значительной части производства на изготовление структур КНИ. 

В настоящее время наибольшее развитие получили технологии SIMOX и Smart Cut, позволяющие получать структуры со сквозным процентом выхода годных ~ 80% и толщиной приборного слоя менее 0,1 мкм. Технология Smart Cut прорабатывается сейчас на целом ряде предприятий электроники и РАН, однако для ее освоения необходимы значительные капитальные вложения (35-40 млн долл. США). 

В последнее время в мире быстро развивается технология КНС с использованием пластин сапфира диаметром 150 мм с ультратонким слоем кремния (до 0,1 мкм). При этом за счет усовершенствования технологии и увеличения объемов производства она становится экономически конкурентной, особенно в области радиационно-стойких СВЧ ИС. 

В России в настоящее время не существует промышленного производства структур КНИ требуемого уровня качества. Это отрицательно сказывается на развитии радиационно-стойкой электроники и, в целом, на обороноспособности страны.

3. Фоторезисты, фотошаблонные заготовки 

В производстве ИС потребляются, главным образом, позитивные фоторезисты на основе нафтохинондиазида. Фоторезист является основным материалом в процессе переноса топологического рисунка интегральной схемы на полупроводниковую подложку. Главные производители этой продукции - фирмы США, Японии и ФРГ. Объемы мирового производства фоторезистов представлены в табл.1.

В СССР объемы потребления фоторезистов до 1991г. не превышали 100-150 т/г. В России в настоящее время эта цифра составляет ~10-15 тонн в год. Производство устарело, износ оборудования находится на критическом уровне, новых разработок не проводится. Отставание по качеству от зарубежных образцов не позволяет отечественным потребителям ориентироваться на это производство, и передовые фирмы РФ полностью перешли на закупку фоторезистов по импорту.

В принципе, отечественные производители в состоянии изготовить опытные образцы фоторезиста. Однако при переходе к серийному выпуску воспроизводимость их свойств по ряду параметров (светочувствительность, содержание микропримесей, термостойкость, химическая стойкость, адгезия) крайне низка. Объясняется этот факт отсутствием в нашей стране устойчивого производства высококачественных компонентов фоторезистов - светочувствительного продукта, фенол-формальдегидных смол и др. Решение всех этих задач силами электронной промышленности, при относительно небольшом потреблении фоторезистов в РФ, невозможно.

На наш взгляд, целесообразно было бы решать эту проблему путем организации в России совместного предприятия с известной мировой фирмой-производителем фоторезистов. При этом на начальном этапе осуществлять смешивание, фильтрацию, затаривание фоторезиста из готовых форм, поставляемых иностранным участником СП. Далее можно будет привлекать отечественную промышленность, в том числе и для целей разработки и организации производства фоторезистов более сложных серий для изделий с топологической нормой 0,2-0,3 мкм. 

Фотошаблонные заготовки (ФШЗ) с фото- и электронорезистами предназначены для изготовления прецизионных шаблонов, которые являются основным рабочим инструментом в фотолитографическом процессе при производстве ИС. Перспективы развития микроэлектроники в значительной степени обусловлены совершенствованием  литографического процесса.

Необходимо отметить, что при переходе к проектным нормам менее 0,35 мкм невозможно обеспечить формирование требуемого изображения в слое фоторезиста на поверхности полупроводниковой пластины, используя обычные проекционные фотошаблоны и методы фотолитографии. В настоящее время для решения этой проблемы используются шаблоны с коррекцией эффектов оптической близости и шаблоны с шаговым сдвигом. 

Такие типы ФШЗ в России в настоящее время не производятся.

4. Особочистые химические реактивы, технологические газы и газовые смеси

Практически каждый процесс в технологии создания изделий электронной техники связан с использованием особочистых химических реактивов (ОХР). Они используются при отмывке, формировании рельефа, удалении технологических слоев и т.д.

За рубежом значительное число фирм специализируются на выпуске ОХР для электроники. Объем их выпуска составляет сотни тыс. тонн в год. В ближайшие годы передовые предприятия электронной промышленности РФ планируют переход на производство ИС с проектной нормой 0,5-0,35 мкм. Для обеспечения их ОХР требуемого уровня качества необходимо организовать производство, значительно отличающееся от существующего в настоящее время. В России отсутствует выпуск ОХР, полностью соответствующих стандартам SEMI даже для производства ИС уровня 1 мкм.

Кроме освоения ОХР требуемого качества важнейшей задачей является создание производства необходимой тары для их транспортировки и хранения. Необходимо также создать аналитический центр, способный взять на себя функции независимой аналитической лаборатории. Эти задачи невозможно решить без поддержки государства.

Технические требования к специальным технологическим газам и газовым смесям (ТГГС) постоянно растут. Анализ показывает, что практически ни один газ и газовая смесь, производимые предприятиями России, не удовлетворяют требованиям электронного производства даже уровня 0,5 мкм. Стратегия постоянных закупок особо чистых газов за рубежом приводит к дальнейшему спаду и деградации производства ТГГС для электроники. Не совершенствуя научно-техническую базу отечественных производителей, отрасль становится заложником зарубежного рынка. Переход на технологию уровня 0,35-0,25 мкм приведет к возрастанию роли т.н. “сухих” процессов и к значительному росту потребления ТГГС, однако их высокая стоимость на внешнем рынке, особые условия импорта и транспортировки (как правило, это высокотоксичные, горючие или взрывоопасные газы) - все это будет сдерживать развитие отечественной электроники. 

Кроме развития в РФ необходимых производств ТГГС необходимо создать центр подготовки и аттестации баллонов для сверхчистых газов и газовых смесей. Без специально подготовленной тары и запорной арматуры невозможно сохранить качество ТГГС при их транспортировке, хранении и эксплуатации. Для проведения независимого контроля качества ТГГС необходимо создать также аналитический центр, который бы позволил не только контролировать качество специальных газов, но и определял бы перспективные вопросы развития научно-технологической базы производства ТГГС. 

5. Перспективные материалы

За рубежом в настоящее время интенсивно разрабатываются следующие перспективные материалы: 

· Эпитаксиальные структуры со слоями SiGe для изготовления СВЧ транзисторов и ИС, применяемые в мобильных наземных телефонах, оптоволоконной и спутниковой связи. 

· Кремниевые пластины и структуры для микроэлектромеханических систем (датчиков давления, температуры, акселерометров, гироскопов, микроклапанов, микронасосов микромеханических систем) для особо точных применений. Упомянутые структуры характеризуются субмикронной и даже нанометровой неплоскостностью, субмикронными и нанометровыми отклонениями толщины от номинала, двухсторонними метками совмещения с рассовмещением, не превышающим 1 мкм. 

· Структуры кремния на изоляторе (КНИ). В настоящее время это - одно из наиболее динамично развивающихся направлений полупроводникового материаловедения в передовых странах. 

· В мире продолжаются также интенсивные исследования и разработки полупроводниковых материалов IV группы. Эпитаксиальные слои из изотопно-чистого кремния (в частности, Si28 чистоты 99,99%) характеризуются повышенной подвижностью электронов (в 1,3(1,5 раза выше, чем в природном кремнии); кроме того, изотопно-чистый кремний обладает повышенной теплопроводностью. Ожидается, что приборы из изотопически-чистого кремния будут более быстродействующими и смогут переключать повышенные мощности. Особенно интересны свойства этого кремния при криогенных температурах. 

· Автоэпитаксиальные и гетероэпитаксиальные слои алмаза, поликристаллические слои алмаза на различных поверхностях (металлах, пластмассах, диэлектриках, полупроводниках) разрабатываются для множества применений: 

· светодиодов и фотоприемников ультрафиолетового диапазона; 

· силовых транзисторов специального назначения; 

· теплоотводов для СВЧ ИС и приборов; 

· прочной химически-стойкой защиты поверхностей (например, магнитных головок видео- и аудиомагнитофонов).

· В последнее время происходят революционные изменения в оптоэлектронике, вызванные разработкой гетероструктур InGaAlP/GaP, InGaAlP/Al2O3, InGaN/Al2O3 для сверхъярких светодиодов красного, оранжевого, зеленого, синего и белого свечения.

· Значительное внимание в мире уделяется разработкам комплекса соединений А2В6 (ZnTe, ZnCdTe) для светодиодов и лазеров голубого свечения, детекторов ионизирующих излучений и ИК-датчиков. 


Можно констатировать, что в должном объеме технологические проработки в этих важнейших, перспективных направлениях электронного материаловедения в РФ отсутствуют, и отставание России от развитых в технологическом отношении стран с каждым годом нарастает.

Следует отметить, что перечисленные материалы наряду с пока еще экзотическими (например, органическими полупроводниками, углеродными нанотрубками, фуллеренами и т.д.) – это основа будущей микроэлектроники. Страны, которые не будут обладать технологиями их производства, останутся на задворках прогресса в важнейшей, определяющей экономический потенциал и обороноспособность государства, отрасли. Задача состоит в том, чтобы переломить тенденцию все большего отставания России в области микроэлектроники от ведущих мировых держав, а для этого необходимо развивать весь комплекс технологий, в том числе - технологии производства базовых материалов электроники.

Опыт всех развитых стран показывает, что без существенной поддержки государства невозможно ожидать прогресса в такой капиталоемкой и высокотехнологичной области, как электронная промышленность. Так, в настоящее время в США примерно треть всех затрат на НИОКР приходится на исследования в области электроники, а общие затраты на НИОКР составляют около 2,8% ВВП. Кроме прямых государственных вложений в НИОКР в США существует целый комплекс налоговых льгот для высокотехнологичных отраслей промышленности, которые позволяют получать существенные налоговые скидки с сумм, затраченных фирмами на научно-исследовательские работы. Данные льготы стимулируют американские компании к дополнительным вложениям в НИОКР, ускоренному внедрению инноваций и наращиванию мощности национальной экономики.
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В монографии представлены данные многолетних исследований авторов. Подробно излагаются принципы лазерного воздействия на биоткани, устройство лазера и правила безопасной работы с ним. Описаны особенности наиболее распространенных стоматологических лазерных установок, рассматриваются перспективы развития лазерной стоматологии. Авторами привлечен большой иллюстративный материал (более 150 рисунков, схем и таблиц), позволяющий врачу разобраться в базовых основах лазерной стоматологии.

Данная книга предваряет выход в свет учебного пособия по лазерной стоматологии с изложением технологии лазерного вмешательства при различных заболеваниях полости рта.

Монография предназначена для практикующих стоматологов, научных сотрудников, преподавателей, интернов и ординаторов стоматологических факультетов, использующих или планирующих использовать в своей работе современные лазерные технологии.


Навстречу выборам в Коллегию национальных экспертов 
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям
Научно-технический совет ЛАС продолжает публиковать для общественного обсуждения предложения по кандидатурам в Коллегию нового созыва (2004-2007г.г), поступившие из Региональных центров ЛАС и отдельных коллективных членов Лазерной ассоциации. Выборная конференция назначена на 2 декабря, она состоится в Москве.
1. Физика лазеров

· Апанасевич Павел Андреевич, академик НАНБ, гл.н.с. ИФ НАНБ, Минск (8)

· Виневич Борис Соломонович, гл. инженер ФГУП СНПП "Исток – Лазер", Фрязино

· Гапоненко Сергей Васильевич, чл.-корр. НАНБ, директор ИМАФ НАНБ, Минск

· Гурашвили Виктор Арчельович, д.ф.-м.н., нач. отдела ТРИНИТИ, Троицк
· Дмитриев Валентин Георгиевич, д.ф.-м.н., зам. директора НИИ "Полюс", Москва
· Напартович Анатолий Петрович, д.ф.-м.н., нач. отдела ТРИНИТИ, Троицк
· Толкачёв Виталий Антонович, академик НАНБ, зав. лаб. ИМАФ НАНБ, Минск

· Шувалов Владимир Владимирович, д.ф.-м.н., профессор МЛЦ МГУ, Москва
· Яблонский Геннадий Петрович, д.ф.-м.н., и.о. зав. лаб. ИФ НАНБ, Минск

22222222.  Разработка и производство лазерных источников излучения и их важнейших компонентов
· Ануфрик Славомир Степанович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой Гродненского университета, Гродно

· Белый Владимир Николаевич, д.ф.-м.н., гл.н.с. ИФ НАНБ, Минск (10)

· Генералов Николай Алексеевич, чл.-корр. РАН, зам директора ИПМех РАН, Москва (3)

· Гордиенко Вячеслав Михайлович, д.ф.-м.н., зав. лаб. МГУ, Москва

· Гулевич Евгений Витальевич, директор ЗАО "Солар ЛС", Минск

· Казак Николай Станиславович, академик НАНБ, директор ИФ НАНБ, Минск (10)

· Казаков Александр Аполлонович, к.ф.-м.н., директор НИИ "Полюс", Москва

· Клищенко Анатолий Петрович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой Белгосуниверситета, Минск

· Ковалёв Анатолий Анатольевич, чл.-корр. НАНБ, директор ИЭ НАНБ, Минск (5)

· Кононов Владимир Антонович, к.т.н., директор СП "Лотис-ТИИ", Минск

· Котляр Виктор Викторович, д.ф.-м.н., учёный секретарь ИСОИ РАН, Самара

· Красюков Александр Григорьевич, к.ф.-м.н., зам. директора Отделения ТРИНИТИ, Троицк

· Микаелян Геворк Татевосович, к.ф.-м.н., директор ФГУП НПП "Инжект", Саратов

· Наумов Валерий Григорьевич, д.ф.-м.н., нач. отдела ТРИНИТИ, Троицк

· Симаков Владимир Александрович, нач. отдела НИИ "Полюс", Москва
· Соловьёв Николай Германович, к.ф.-м.н., с.н.с. ИПМех РАН, Москва

· Ставров Александр Афанасьевич, д.ф.-м.н., пом. ген. директора ОАО "Пеленг", Минск

· Шарков Виктор Фёдорович, д.т.н., вед. н.с. ТРИНИТИ, Троицк

· Шахлай Игорь Петрович, к.т.н., нач. ОКБ "Нуклон" ГКНТ РБ, Минск

· Шестаков Александр Валентинович, к.ф.-м.н., нач. отдела НИИ "Полюс", Москва

· Шкадаревич Алексей Петрович, чл.-корр. НАНБ, директор ГП "ЛЭМТ" БелОМО, Минск

· Эстров Олег Юрьевич, зам. директора ФГУП СНПП "Исток–Лазер", Фрязино
3.  Лазерные технологии обработки
промышленных материалов и изделий

· Бузмаков Александр Георгиевич, зам. директора ООО "ТЕТА", Москва

· Гончаров Виктор Константинович, д.ф.-м.н., зав. лаб. НИИ ПФП Белгоруниверситета, Минск

· Косырев Феликс Константинович, к.т.н., нач. лаб. ТРИНИТИ, Троицк
· Матюшков Владимир Егорович, д.ф.-м.н., директор КТБТЭМ – ОМО "Планар", Минск

· Никируй Эрнест Ярославович, ген. директор НПЦ "Альфа", Москва

· Сапрыкин Леонид Григорьевич, к.т.н., ген. директор НПЦ "Лазеры и аппаратура ТМ", Зеленоград

· Шемякин Андрей Николаевич, научн. сотр. ИПМех РАН, Москва

4.  Применение лазеров в технических измерениях, диагностике, управлении производством
· Голяев Юрий Дмитриевич, к.ф.-м.н., президент ООО НПФ "Кварк", Москва (8)

· Тихомиров Сергей Владимирович, д.т.н., нач. лаб. ФГУП «ВНИИОФИ», Москва (2)

5.  Применение лазеров в связи,
передаче, хранении и 
воспроизведении информации
· Васильев Владимир Павлович, д.т.н., зам. ген. конструктора ФНПЦ ФГУП "НИИ ПП", Москва

· Корпенко Валерий Александрович, д.ф.-м.н., зам. директора ИПО НАНБ, Минск

6.  Разработка и внедрение лазерной
медицинской техники, обеспечение безопасности при работе с лазерами

· Будаговская Ольга Николаевна, к.т.н., вед.н.с. ВНИИС, Мичуринск

· Гришин Игорь Николаевич, д.м.н., зав. отделением Минской областной больницы, Минск

· Ларюшин Александр Иванович, д.т.н., зам. директора НИИ "Полюс", Москва

· Ляндрес Илья Гиршович, д.м.н., профессор БелМАПО МЗ РБ, Минск

· Полонский Александр Куприянович, д.м.н., профессор ММСИ, Москва

· Тучин Валерий Викторович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой Саратовского ГУ, Саратов
7.  Применение лазеров в сельском
хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности
· Аринкин Алексей Васильевич, д.в.н., ректор НГСХА, Н. Новгород

· Бельский Алексей Иванович, к.с.-х.н., доцент СумГАУ, Сумы

· Будаговский Андрей Валентинович, с.н.с. ГНУ ВИГиСПР, Мичуринск
· Душкин Валерий Алексеевич, д.в.н., нач. Госкомветнадзора Нижегородской обл., 
Н. Новгород

· Крылова Татьяна Витальевна, президент общественной организации "Агрогильдия", Н.Новгород

· Мостовников Василий Андреевич, к.ф.-м.н., зав. лаб. ИФ НАНБ, Минск

· Рубаха Владимир Иосифович, научн. сотр. ИПФ РАН, Н.Новгород

· Синяев Владимир Александрович, исп. директор предприятия "СТП", Н. Новгород
8.  Лазерное научное приборостроение
· Воропай Евгений Семёнович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой Белгосуниверситета, Минск

· Грабчиков Александр Степанович, к.ф.-м.н., вед.н.с. ИФ НАНБ, Минск

· Гулис Игорь Михайлович, д.ф.-м.н., профессор Белгосуниверситета, Минск

· Кондратюк Николай Витальевич, к.ф.-м.н., гл. специалист ЗАО "Солар ЛС", Минск

· Орлович Валентин Антонович, академик НАНБ, председатель НС БРФФИ, Минск

· Чередниченко Олег Борисович, д.т.н., нач. отдела НИИ "Полюс", Москва

· Шмальгаузен Виктор Иванович, д.ф.-м.н., профессор МГУ, Москва

10. Развитие инфраструктуры лазерной науки и индустрии, включая информационное и кадровое обеспечение работ по лазерам и их применениям

· Круглик Геннадий Сергеевич, д.ф.-м.н., директор ИПК при БГПА, Минск

· Псковитинов Евгений Олегович, директор ФГУП СНПП "Исток–Лазер", Фрязино

К сожалению, не все коллективные члены ЛАС воспользовались своим правом выдвинуть в новый состав КНЭ специалистов, внёсших, по их мнению, достойный вклад в развитие отечественной лазерной науки, техники и производства. Промолчали НПО "Астрофизика", ГНЦ ЛМ МЗ РФ, ФГУП "Радуга", г.Радужный, ООО "НПФ "Лазер-компакт", ООО "Полироник" и др. Остались считанные дни до прекращения приёма представлений кандидатур в новый состав КНЭ. Торопитесь!

ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ

ЛСЭ достиг уровня 10 кВт в ИК диапазоне*
Л

азер.на свободных электронах (ЛСЭ), созданный в Национальной ускорительной лаборатории имени Томаса Джефферсона (США), достиг уровня выходной мощности в ИК диапазоне в 10 кВт и стал самым мощным перестраиваемым лазером в мире. Эксперты Министерства энергетики США считают, что этот источник лазерного излучения, способный обеспечивать высокую выходную мощность 24 часа в сутки, идеален для целого ряда применений в промышленности, научных исследованиях, медицине и др.

Программа работ по ЛСЭ в Лаборатории Джефферсона началась с создания демонстрационного однокиловаттного лазера на свободных электронах, который стал мировым рекордсменом по яркости импульсно-перио-дического лазерного излучения с высокой средней мощностью. Он генерировал 2,1 кВт в ИК диапазоне, более чем вдвое превысив проектную мощность. После модернизации установки, начатой в ноябре 2001г., выходная мощность лазера в ИК области выросла до 10 кВт. Когда модернизация будет закончена, диапазон перестройки этого ЛСЭ будет простираться от 14 до 0,25 мкм.

Улучшение параметров технической системы в 10 раз всегда открывает возможности для многих новых ее применений – как предсказывающихся заранее, так и непредвиденных. По мнению директора Лаборатории Джефферсона Кристофера Лимана, сейчас появились захватывающие возможности постановки на созданном ЛСЭ целого ряда интереснейших экспериментов. В ближайших планах - исследования разрушающего воздействия лазерного излучения на материалы и прохождения его через атмосферу, которые могут открыть новые возможности лазерной защиты морских судов.

Специалисты военно-морского флота пла-
нируют использовать опыт, полученный при увеличении мощности ЛСЭ в 10 раз, для следующего скачка – в ближайшие 4 года предполагается сконструировать 100-киловаттный ЛСЭ, который будет применяться для натурных экспериментов на водной акватории и исследования возможности масштабирования такого лазера к мегаваттному уровню. Конечной целью является ответ на вопрос: "Может ли ЛСЭ с выходной мощностью в 100 и более кВт стать основой системы обороны корабля, сбивать ракеты или останавливать приближающиеся к кораблю катера с террористами?".

В плане коммерческих применений большой интерес представляют возможности использования созданного ЛСЭ для прецизионной резки и изменения свойств поверхностного слоя материала. Компании DuPont и 3М анализируют сейчас лазерные технологии изготовления полимерных покрытий для одежды и ковров, дешевой и легко перерабатываемой упаковки для пищевых продуктов, создания коррозионно-устойчивых металлов повышенной прочности.

В конце июля с.г. Сенат США одобрил выделение из бюджета в 2005г. 18 млн долларов Университету Вандербильта на исследования по медицинскому лазеру на свободных электронах. Эта программа была начата еще в 1985г. и сейчас успешно развивается не только в части чисто медицинских применений ЛСЭ, но также и в плане использования такого лазера для химических и биологических исследований.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС
Томский инновационный центр
лазерных и оптических технологий 

М.Е.Левицкий, директор, А.И.Федоров, д.ф.-м.н., зам. директора по науке,
ТИЦЛОТ, Томск

Невзирая на то, что использование лазерных технологий в самых различных областях промышленности сулит широкие перспективы, масштабы внедрения лазерных технологических систем в производственную практику в России чрезвычайно низки. На наш взгляд, это связано со следующими факторами:

1. Слабым присутствием на отечественном рынке лазерных технологических систем отечественного производства, конкурентоспособных по отношению к зарубежным аналогам с точки зрения цены и качества. Предлагаются главным образом системы зарубежного производства, цена которых для большинства отечественных предприятий является предельной (или неприемлемой), а также дорогостоящая комплектация и сервис.

2. Отсутствием надежного и распространенного сервиса.

3. Отсутствием на предприятиях квалифицированного персонала, имеющего опыт работы с лазерной техникой.

Как следствие этих факторов - медленное и болезненное внедрение перспективных лазерных технологий в производственную практику.

Для преодоления перечисленных трудностей в Томском регионе нами был задуман Томский инновационный центр лазерных и оптических технологий (ТИЦЛОТ), который должен выполнять следующие функции:

1. Формировать проекты для финансовой поддержки из различных источников (бюджетных и внебюджетных) работ по созданию лазерных технологических установок и технологий лазерной обработки. 

2. Способствовать кооперации и координации действий различных лазерных групп по формированию комплексных проектов, формированию команд по выполнению заказных научно-технических разработок. При этом Центр может выступать для стороннего заказчика в роли генерального подрядчика, а для соответствующих лазерных групп - в роли объединенного заказчика (естественно, лишь в том случае, когда последние наделяют его соответствующими полномочиями, что должно быть прописано в договоре о совместной деятельности). Со своей стороны Центр поддерживает аналогичные инициативы лазерных групп.

3. Собирать информацию и анализировать тенденции развития лазерных технологий, потребности мирового и российского рынков и предоставлять информацию группам - участникам проекта.

4. На основании анализа тенденций в развитии лазерных технологий формировать предложения для лазерных групп по разработке тех или иных технологий или технологических систем. Проводить маркетинговые исследования в отношении разрабатываемых технологий и систем.

5. Выступать для участников проекта в роли испытательного полигона, предоставляя свои возможности и ресурсы для проведения доводочных испытаний на территории Центра (т.е., выделять площади, инженерно-технический персонал, оказывать помощь в монтаже и эксплуатации систем). Можно сказать, что ТИЦЛОТ должен выступать в роли постоянно действующего технологического участка-выставки, демонстрируя на практике возможности лазерных технологий, вынося в результате опытной эксплуатации рекомендации по доработке соответствующих систем и технологий.

6. Участвовать в разработке лазерных технологических систем, предоставляя инжиниринговые услуги.

7. Создав на своей территории комплекс лазерных технологических установок, обслуживать и эксплуатировать их собственными силами, оказывая потребителям услуги по лазерной обработке(в том случае, когда нет необходимости встраивать ЛТУ в технологическую цепочку потребителя или когда у него недостаточно средств для приобретения такой установки).

8. Организовывать производственно-техни-ческую кооперацию для тиражирования лазерных технологических систем.

9. Оказывать консультационные услуги в областях, связанных с применением лазерной техники и технологии.

10. Устанавливать связи с другими российскими и зарубежными лазерными центрами для обмена информацией и взаимовыгодного сотрудничества.

11. На договорных условиях с профильными кафедрами томских ВУЗов выступать в роли учебно-производственного центра для подготовки и переподготовки специалистов в области лазерной техники и технологии.

Цель организации - содействие в распространении лазерных технологий в интересах предприятий региона, координация инновационной деятельности исследователей и разработчиков аппаратуры в области лазерных и оптических технологий, кооперация с ведущими российскими и зарубежными лазерными центрами.

Томский инновационный центр лазерных и оптических технологий был организован в 2003г. в результате объединенных усилий ЗАО "Научно-внедренческое предприятие "ТОПАЗ" и Института оптики атмосферы СО РАН при поддержке Администрации Томской области. 

Институт оптики атмосферы Сибирского отделения РАН был создан в 1969г. на основе Лаборатории инфракрасного излучения Сибирского физико-технического института при Томском госуниверситете. Под руководством академика В.Е.Зуева, его основателя и директора в течение 28 лет, Институт сформировался в крупнейшее в мире учреждение, проводящее оптические исследования атмосферы.

В настоящее время ИОА СО РАН возглавляет Г.Г.Матвиенко, д.ф.-м.н., заслуженный деятель науки РФ. Проводимые в стенах Института фундаментальные исследования охватывают все основные направления современной атмосферной оптики - распространение оптического излучения в атмосфере Земли и других планет, спектроскопия атмосферы, оптикоэлектронные системы и технологии исследования окружающей среды.

В лабораториях флуоресцентных методов исследований и квантовой электроники, которые стали базовыми при осуществлении проекта ТИЦЛОТ, проводятся исследования в области лазерной физики по следующим направлениям:

1. Развитие новых методов получения и стабилизации объемных самостоятельных самоподдерживающихся разрядов большой длительности в газовых лазерах высокого давления (СО2, N2 и эксимерных) с управляемыми параметрами лазерного излучения.

2. Исследование физических процессов в лазерах на парах металлов (СuBr-лазеры) и создание на их основе перспективных моделей лазеров в видимой и УФ диапазоне с высокой частотой следования импульсов (до 500 кГц), высокими пространственными характеристиками и управляемыми параметрами.

3. Исследование процессов взаимодействия лазерного излучения с газовыми средами применительно к контролю параметров атмосферы.
В Лаборатории флуоресцентных методов исследований разработаны малогабаритные отпаянные азотные лазеры с высокой однородностью распределения интенсивности излучения по апертуре, энергией излучения до 1 мДж, частотой повторения до 50 Гц, средней мощностью излучения до 5 мВт и эксимерные XeCl-лазеры с выходной энергией 0,2 Дж/имп и частотой повторения до 100Гц. Для эксимерных лазеров решена проблема получения импульсов генерации большой длительности.

В Лаборатории квантовой электроники раз-работаны отпаянные активные элементы лазеров на парах бромида меди со средней мощностью излучения до 50 Вт и частотой повторения импульсов до 200 кГц, а также генераторы гармоник излучения таких лазеров с длинами волн 255,3; 272,2; 279,1 нм, средней мощностью излучения до 1 Вт и эффективностью преобразования до 15%. 

В ЗАО НВП "ТОПАЗ" (генеральный директор - М.Е.Левицкий) с 1991г. ведутся разработки лазерных систем для высокоточного раскроя различных материалов, лазерной гравировки и маркировки изделий, микротехнологии. Созданы опытные образцы лазерных технологических систем, осуществляется их мелкосерийное производство. Предприятие оказывает услуги по лазерному раскрою материалов, производит рекламную и сувенирную продукцию на лазерных установках собственного производства. 

Томский инновационный центр занялся коммерциализацией разработок ИОА СО РАН, ЗАО НВП "ТОПАЗ" и других организаций – участников проектов. Кроме того, в рамках ТИЦЛОТ реализуются совместные проекты, когда необходимо участие специалистов из различных организаций.

ТИЦЛОТ – это открытая организация, некоммерческое партнерство, в состав которого могут войти любые научные, научно-образовательные учреждения и предприятия, деятельность которых связана с исследованиями в области лазерных и оптических технологий, разработкой и использованием лазерного оборудования.

В настоящее время в Центре работают 20 специалистов, занятых исследованиями, разработками и применениями лазерной техники, из них 1 доктор и 4 кандидата наук.

ТИЦЛОТ выполняет на договорных условиях:

1. Разработку и изготовление источников лазерного излучения:

· газовых лазеров УФ и ИК диапазонов;

· лазеров на парах металлов.

2. Разработку и изготовление лазерных и оптических приборов для научных исследований, в том числе для диагностики окружающей среды, спектроскопии.

3. Разработку и изготовление лазерных технологических систем для прецизионного раскроя и обработки материалов.

4. Заказные научно-технические разработки.

Кроме того, Центр предоставляет услуги по лазерному раскрою и обработке материалов.

ТИЦЛОТ располагает серийными и уникальными лазерными системами и имеет опыт их длительной эксплуатации. Это импульсные СО2-лазеры с энергией в импульсе от 1 до 3500 Дж, эксимерные лазеры с энергией излучения до 0,2 Дж в импульсе и частотой повторения до 100 Гц, лазеры на парах бромида меди с мощностью до 50 Вт, непрерывные СО2-лазеры с мощностью до 1 кВт. 

Производственная база ТИЦЛОТ, на которой осуществляется выпуск продукции и оказываются услуги предприятиям, включает:
· цех лазерного раскроя материалов, оснащенный высокопроизводительным оборудованием;

· цех опытного производства;

· стеклодувный участок;

· участок изготовления оптических деталей.

Дооснащение этих производственных участков, в том числе и разрабатываемым в лазерном центре оборудованием, позволит Центру как производить малые серии лазерных технологических систем, так и оказывать услуги сторонним организациям. Наша оценка уровня рентабельности ТИЦЛОТ дала величину более 30%.

В настоящее время на базе Центра реализуются следующие проекты:

1. "Система лазерного синтеза трехмерных объектов на основе технологии послойного наращивания листовых материалов" (проект получил поддержку на конкурсе научно-техни-ческих проектов Томской области).
2. "Лазер на парах бромида меди (ЛПБМ) для технологических применений" (проект получил поддержку на конкурсе научно-технических проектов Томской области).

3. "Лазерный комплекс УФ-излучения для сверхточной обработки материалов электронной промышленности".
4. "Световое лазерное шоу в дни празднования 400-летия г.Томска".

5. Инвестиционный проект "Томский центр лазерной коррекции зрения ".

Проекты ТИЦЛОТ ориентированы, главным образом, на предприятия Томской области, работающие в сфере машиностроения, электроники, химической промышленности. 

Ряд сотрудников Центра являются инициаторами и постоянными организаторами Международной конференции "Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул", проводимой в г.Томске. По предложению ТИЦЛОТ на конференции, которая состоится в сентябре 2005г., организована новая секция "Новые лазерно-оптические технологии". Мы надеемся, что это послужит дополнительным импульсом для обмена информацией и дискуссии о путях эффективного внедрения перспективных лазерных и оптических технологий в российскую промышленность.

В 2004г. ТИЦЛОТ вступил в Лазерную ассоциацию, и мы надеемся на активное участие в программе создания в России системы региональных лазерных ИТЦ, которую инициировала Лазерная ассоциация.

ХРОНИКА

Международная научно-практическая конференция
"Лазерные технологии в медицинской науке и практике"

В

 Москве, в Центральном доме туриста 7-8 октября проходила Международная научно-практическая конференция "Лазерные технологии в медицинской науке и практике", организованная Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Государственным научным центром лазерной медицины и Научным советом по лазерной медицине РАМН. На двух пленарных заседаниях и трех секциях были заслушаны доклады по использованию лазеров в хирургии, терапии, диагностике, фотодинамической терапии, механизмам взаимодействия лазерного излучения с биотканью, лазерной медицинской технике и т.д. 

Конференция работала по очень напряженному графику - 15 минут на пленарный доклад и 10 – на секционный и, несмотря на столь жесткий регламент и отсутствие ряда докладчиков, с трудом уложилась в отпущенное время. Более того, в первый день опробовали сомнительное новшество - вопросы было предложено подавать в письменном виде. Таким образом, дискуссии перенеслись в кулуары, где далеко не всех докладчиков удавалось "выловить". Обидно, поскольку поговорить было о чем... Желающих поподробнее ознакомиться с материалами конференции отсылаю к специальному более чем 200-страничному выпуску журнала "Лазерная медицина".

Самое большое количество докладов было посвящено низкоинтенсивной лазерной терапии. Часть из них, относящаяся к лечению послеоперационных ран, была заслушана на хирургической секции. А вот сообщений по использованию лазеров в хирургии могло бы быть побольше, тем более, что по разным причинам не смогли выступить несколько авторов заявленных докладов. Впечатляют успехи в области фотодинамической терапии, особенно при лечении онкологических заболеваний. Вообще по представленным на конференции докладам можно сделать выводы о том, что Россия находится на хорошем мировом уровне в области медицинских применений лазеров. Исключение составляет, пожалуй, только использование лазеров для сверления зубов, что очень досадно - ведь первоначально лидирующее положение здесь было у ленинградских ученых.

С сожалением приходится констатировать, что большинство врачей (и не только российских) не осознают разницы в характере хирургического воздействия на биоткани лазерного излучения с разными длинами волн. Проявлялось это в том, что во многих докладах не указывалось, какое излучение используется - сообщалась только его мощность (поскольку вопросы принимались письменно, уточнить это сразу не удавалось). А во многих случаях выбор используемого излучения нельзя было считать оптимальным (этим грешили и наши зарубежные гости).

Непосредственно в конференц-зале и фойе была развернута выставка лазерной аппаратуры для медицинских применений, в основном, отечественной (из зарубежных были представлены измерители параметров излучения израильской фирмы "Офир"). Экспозиция включала большое количество аппаратов для низкоинтенсивной лазерной терапии (предприятия "Азор", "Полироник", НПО космического приборостроения, "Техника", Калужский лазерный центр), причем наряду с лазерными были представлены и светодиодные аппараты всех цветов радуги. Что касается хирургического лазерного оборудования, то здесь преобладали современные аппараты на полупроводниковых и волоконных лазерах - "Алод-01АЛКОМ" ("АЛКОМ–медика"), "Аткусы" для хирургии и ФДТ ("Полупроводниковые приборы"), двухволновые (ИК и красное излучение) "Милон-Лахта" ("Милон-лазер") из Петербурга, "Лазермед-1-10" тульского "РИК", "Кристалл" ("Полироник", Москва) и семейство "ЛСП-"ИРЭ-Полюс", представленное московским ООО "Чистозор", которому НТО "ИРЭ-Полюс" передало право выпуска после закрытия у себя медицинского направления. Туляки традиционно демонстрировали "Ланцеты", московский "МедОптоТех" клонировал ООО НТЦ "Иррадиа", на стенде которого красовалась серия современных аппаратов на основе твердотельных лазеров. Троицкий ЦФП ИОФ представил установку "Микроскан" для "точной коррекции всех видов аномалий рефракции". Демонстрировались также лазеры на парах металлов истринского ЗАО "ОЭП Всероссийского электротехнического института им. Ленина", но они медицинскими приборами, в сущности, не являются.

Диагностическая аппаратура была представлена когерентным оптическим томографом (нижегородское ООО "Оптимэк") и спектрофотометрическим неинвазивным индикатором объемного капиллярного кровенаполнения фрязинского ФГУП "НПП "Циклон-Тест", а также новым фотосенсибилизатором "Фотолон" для ФДТ от ОАО НПП "Рус-Фарма".

В целом выставка, несмотря на тесноту размещения, выглядела достойно и вызвала интерес у участников конференции. Можно также было купить литературу по медицинским применениям лазеров. И здесь приятная новость – появились два утвержденных МЗ РФ методических пособия (Е.Б.Мазо с соавт. "Гольмиевый лазер в лечении урологических заболеваний" и М.Л.Гельфонд с соавт. "Применение полупроводниковых лазеров в дерматологии и косметологии").

Приятно осознавать, что в целом два дня были проведены с пользой. 

В.П.Минаев, к.т.н., член НТС ЛАС
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"Квантовая электроника" – ведущий отечественный научный журнал по физике и технике лазеров, взаимодействию лазерного излучения  с веществом. Здесь ежегодно публикуется 200-220 статей и обзоров этой тематики. По индексу цитирования "КЭ" стабильно занимает одно из высших мест в разделе "Прикладная физика" среди русскоязычных журналов (в 2002г. – первое место). Журнал рассчитан на научных работников и инженеров, работающих в области квантовой электроники и ее применений.
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Основные направления создания ус-ловий для активации инновационной деятельности                           Г.В.Шепелев


Современное состояние и проблемы обеспечения электронной промышлен-ности РФ специальными материалами�                                                      Ю.Ф.Козлов


Навстречу выборам в Коллегию нацио-нальных экспертов стран СНГ по лазе-рам и лазерным технологиям
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Табл.1   Мировое потребление основных материалов,  используемых�в производстве полупроводниковых приборов 





Кремниевые пластины, млн долл.США�
2002г.�
2003г.�
2004г. (прогноз)�
�
�
5613�
6264�
7028�
�
Другие подложки, млн долл. США�
440�
510�
600�
�
Фотошаблоны, млн долл. США�
2129�
2341�
2770�
�
Фоторезисты, млн долл. США�
666�
739�
820�
�
Жидкие химикаты, млн долл. США�
633�
676�
727�
�
Газы, млн долл. США�
1825�
2016�
2182�
�









ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ�И ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ!





Выставочный центр ФГУ НИИ РИНКЦЭ (Министерство образования и науки РФ) приглашает научные организации, промышленные предприятия, малые инновационные фирмы, изобретателей, �которые имеют разработки, отвечающие направлениям данного �выставочного мероприятия, принять участие


в 53-м Всемирном Салоне инноваций,�научных исследований и новых технологий "Брюссель-Эврика"


16-21 ноября 2004г.,  Брюссель, Бельгия.


Его приоритетной темой заявлена "Охрана окружающей среды".





"Брюссель-Эврика" является одной из крупнейших в мире выставочных площадок для демонстрации изобретений и инноваций, а также их коммерциализации. В Салоне принимают участие более 40 стран со всех континентов. Спонсором выставки выступает Министерство экономики Брюссельского правительства.


В течение последних 10 лет Россия является постоянным участником этого уникального выставочного форума, что неизменно укрепляет ее международный авторитет как ведущей державы в области науки, техники и технологий, а российские предприятия получают дополнительные  коммерческие возможности. За это время отечественные изобретения были удостоены многочисленных наград и дважды отмечались призами "Гран При". Объем коммерческих и лицензионных сделок оценивается в десятки миллионов долларов.


Обычно на выставке демонстрируется не менее 100 отечественных изобретений из различных отраслей, а российская экспозиция является самой крупной. В 2003 году в российской экспозиции на площади 126 кв.м демонстрировалось 123 экспоната. Золотыми медалями было отмечено 56 разработок, а ряд изобретений – дополнительно удостоен специальных призов международных организаций. Со стороны представителей деловых кругов Бельгии и других стран проявлен конкретный коммерческий интерес к ряду разработок, и организованы переговоры, получившие дальнейшее развитие.


В рамках Салона проводятся специализированные семинары по проблемам охраны интеллектуальной собственности и инвестиций в России, а также Дни России, в которых участвуют представители европейских деловых и политических кругов, в том числе Еврокомиссии и Европарламента.


Российские министерства и ведомства, а также частные компании постоянно участвуют в российской коллективной экспозиции на "Брюссель-Эврика". Правительство Российской Федерации также выделяет данный Салон как один из наиболее значимых для национальных интересов в области охраны и коммерциализации объектов промышленной собственности и оказывает ему организационную и, в отдельные годы, финансовую поддержку.


Официальным национальным делегатом Оргкомитета Салона в России является научно-техническая ассоциация "Технопол-Москва".


Салон может послужить трамплином для выхода вашего предприятия на европейский и другие рынки, а также в качестве мощного рекламного инструмента для привлечения внимания к вашим достижениям в области изобретений и новых технологий.





Контакты: 


тел./факс: 208-6415,   208-6645


e-mail: � HYPERLINK "mailto:angelika@extech.ru" ��angelika@extech.ru�,  � HYPERLINK "mailto:lymar@salonexpo.ru" ��lymar@salonexpo.ru�


Координатор Коваленко Анжелика Юрьевна

















Московский государственный институт электроники и математики


Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова


НИИ ядерной физики им. Д.В.Скобельцына МГУ


Институт металлургии им. А.А.Байкова РАН


Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН





V Межвузовская школа молодых специалистов


"Концентрированные потоки энергии в космической технике, электронике, экологии и медицине"


22-23 ноября 2004г., Москва





Школа проводится при поддержке федеральной целевой программы "Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки".





Тематика:


Физические основы концентрированных потоков энергии


Воздействие концентрированных потоков энергии на материалы и изделия космической техники


Методы обработки материалов концентрированным излучением


Воздействие лазерного и микроволнового излучения на вещество


Концентрированные потоки энергии в экологии и медицине


Концентрированные потоки энергии в электронике





Предполагаются выступления ведущих специалистов�и доклады молодых ученых, аспирантов, студентов.





Оргкомитет:   119899, Москва, Воробьевы горы, НИИЯФ МГУ, �                                   (отдел электромагнитных процессов взаимодействия с атомами ядра), 


Тел.: 939-5636  Кэбин Эдуард Иоханнесович


e-mail: � HYPERLINK "mailto:kabin@depni.sinp.msu.ru" ��kabin@depni.sinp.msu.ru�


Контактные телефоны: 235-1141,  235-5713  МГИЭМ (ТУ). Бондаренко Геннадий Германович








Институт оптики атмосферы СО РАН              Институт сильноточной электроники СО РАН


Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН


Томский государственный университет                              Томский политехнический университет


Сибирский физико-технический институт                                          Физический институт РАН


Институт общей физики РАН                                             Российское отделение SPIE (SPIE/RUS)


Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства


при поддержке: Российской академии наук, Сибирского отделения РАН, Министерства образования РФ, Лазерной ассоциации, Международного научно-технического центра, Научно-внендренческого предприятия "Топаз"





VII международная конференция


"Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул"


AMPL-2005


12-16 сентября 2005г.


Томск, Россия





Конференция AMPL является традиционным научным форумом, проводимым каждые два года в Томском Академгородке. Ее цель – широкий обмен мнениями ученых, работающих в России и странах ближнего и дальнего зарубежья, по физическим процессам, протекающим в активных средах лазеров, новым активным средам и методам накачки, различным областям применения лазеров, новым оптическим технологиям.





Научная программа:


Газовые и плазменные лазеры (секция А)


Лазеры на парах металлов (секция В)


Лазеры на красителях и фотопроцессы в сложных органических молекулах (секция D)


Лазерные системы и их применения (cекция Е)


Некогерентные источники УФ и ВУФ излучения (секция F)


Преобразование лазерного излучения, оптоэлектронные устройства (секция G)


Новые лазерно-оптические технологии (cекция H)





В программу конференции входят:


Приглашенные лекции и доклады (20-30 мин.)


Устные доклады (15-20 мин.)


Стендовые сообщения


"Круглый стол", посвященный новым применениям лазеров


Посещение институтов Сибирского отделения РАН в Академгородке, �университетов Томска


Экскурсии по Томску





Основной рабочий язык – английский





Заявки на участие и тезисы докладов присылать до 31 марта 2005г. 





Оргкомитет:


634055, г.Томск, пр. Академический, 1. Институт оптики атмосферы СО РАН


тел. +7 (382-2) 49-15-26, факс: +7 (382-2) 49-20-86  Климкин Антон Владимирович


e-mail: � HYPERLINK "mailto:ampl@asd.iao.ru" ��ampl@asd.iao.ru�


� HYPERLINK "http://symp.iao.ru" ��http://symp.iao.ru�,  раздел "Импульсные лазеры" (AMPL-2005)








� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���








*По материалам доклада на заседании межфракционного депутатского объединения "Наука и высокие технологии" 20 мая 2004г.


* Сокращенный перевод из "Optoelectronics Report", №15, v.11, Aug. 2004
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